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１．概要（Summary） 

気相の一酸化ケイ素と炭素化合物より、各種材料の上

に炭化ケイ素層を形成するといった新規な炭化ケイ素の

ＣＶＤ法の確立を目的とし、種々の合成条件と得られる炭

化ケイ素の形態との関係を把握する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 ＳＥＭ－ＥＤＸ（走査型電子顕微鏡／エネルギー分散型

X線分光分析装置）、ダイシングソー 

【実験方法】 

 アルミナ板の小片に種々の金属酸化物を塗布し又は金

属シリコン板を載置した。次に、アルミナ坩堝中に粒状Ｓｉ

Ｏを入れ、その上に上記アルミナ板を配置し、所定の温

度と時間で加熱・焼成した。この加熱中には、アルミナ坩

堝の周囲にトルエン蒸気を供給し続けた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 図１は、金属シリコン板を用い、焼成温度が１４５０℃

で焼成時間を２時間としたときのＸ線回折パターン

であり、(a)は焼成前の金属シリコン、(b)はＳｉＯを

添加して焼成した場合、(c)はＳｉＯを添加しないで焼

成した場合であり、ＳｉＯを添加することによって立

方晶炭化ケイ素の生成が促進されることが明らかに

分かる。 

 

 図２は、酸化鉄を触媒成分として用い、焼成時間を

２時間としたときに得られたＳｉＣコーティングの

上に位置する繊維層のＳＥＭ像、及びＦｅ元素マップ

である。図２より、球状のＦｅ元素が直線的又は曲が

りくねった繊維の先端に位置することが観察され、こ

のことはＳｉＣコーティングの成長がいわゆるＶＬ

Ｓ機構、即ち、１４５０℃の焼成下でＳｉＯと炭素成

分が気相（Vapor）、Ｆｅが液相（Liquid）、ＳｉＣが

固相（Solid）を形成してＳｉＣコーティングの成長が

進行していくことを示しているものと判断される。こ

うしたＶＬＳ機構を示唆する成長は、酸化ニッケル、

酸化銅、酸化コバルトの場合にも確認された。 
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Fig. 2  (a) SEM image and (b) element map of Fe  

Fig.1  X-ray diffraction patterns 


